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Оксиды переходных металлов могут обладать интересными функциональными свойствами, связанными с особенностями кристаллической и электронной структуры. Диоксид ванадия при близкой к комнатной температуре (68оС) претерпевает сверхбыстрый переход диэлектрик-металл (ДМ) с изменением электрического сопротивления (на 4 порядка) и оптической прозрачности для ИК-излучения. Это создает перспективную возможность использования материалов на основе VO2 в сверхбыстрых оптических затворах, болометрах, сенсорах, термохромных покрытиях, «умных» окнах. Для практического применения требуются тонкие эпитаксиальные пленки диоксида ванадия, обладающие высокими характеристиками перехода ДМ и устойчивые к многократному циклированию.
Получение качественных пленок диоксида ванадия является сложной задачей вследствие большого разнообразия соединений в системе V-O. Структура и свойства эпитаксиальных пленок диоксида ванадия сильно зависят от многих параметров: соотношение ванадий-кислород, примеси полиморфных модификаций VO2, дефекты на границах зерен, внутренние напряжения в пленках. Для получения пленок диоксида ванадия используют как сложные и затратные физические методы, так и менее трудоемкие химические методы, однако последние не позволяют получить пленки с высокими физическими характеристиками перехода ДМ. Цель данной работы – изучить возможность низкотемпературной рекристаллизации пленок VO2/r-Al2O3, полученных методом MOCVD, путем термической обработки при температурах до 650оС и выявить основные факторы, влияющие на состав, морфологию, кристаллическую структуру и физические свойства пленок.
Эпитаксиальные пленки VO2 были синтезированы на подложках из r-сапфира по реакции пирогидролиза гексафторацетилацетоната ванадила в инертной атмосфере. Полученные образцы подвергали температурной обработке при температурах 575-650оС продолжительностью 15-120 минут. Для исследования влияния условий синтеза образцов на их состав, структуру и морфологию использовали РФА, КР-спектроскопию, СЭМ, АФМ и ПЭМ. Измерение физических характеристик перехода ДМ  проводили путем измерения сопротивления на 4-хконтактной схеме и измерения интенсивности отражения излучения в ИК-диапазоне.
В ходе работы доказана применимость метода MOCVD для синтеза эпитаксиальных пленок VO2/r-Al2O3 и изучено влияние параметров последующего температурного отжига на свойства перехода диэлектрик-металл. Для исследования влияния температуры, времени отжига и парциального давления кислорода на состав, структуру и морфологию пленок их подвергали анализу методами РФА, КР спектроскопии,  ДОЭ, СЭМ, АСМ, ПЭМ. 
Установлены основные закономерности процесса рекристаллизации пленок, и выявлены оптимальные условия термической обработки для получения пленок с рекордными характеристиками перехода ДМ. Для объяснения полученных результатов предложена химическая модель процессов, происходящих в условиях отжига, основанная на влиянии примеси легкоплавких окисленных фаз на границах зерен.
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